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极低剂量率下的低剂量率辐射损伤增强效应
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采用双极工艺技术的器件和电路在电离辐射环境下产生的低剂量率辐射损伤增强（ELDRS）效应为
辐射加固保证提出了新的挑战，而进行 ELDRS效应评估需要大量的辐照时间。针对这一问题，在对
ELDRS效应产生的物理机制研究的基础上，已经提出了几个不同的加速评估实验方法，但这些方法都
具有一定的局限性。目前广泛采用的标准方法为美军标 MIL-STD883K测试方法 1019.9，该方法要求以
10mrad(Si)/s的剂量率对双极工艺技术电路进行加速评估，然后以低剂量率辐射损伤增强因子是否大
于 1.5为判据给出该器件参数是否对 ELDRS效应敏感。然而，参数退化的饱和剂量率对于不同器件由
不同的表现。近几年，有文献报道显示在许多双极器件在低于 10mrad(Si)/s的剂量率下表现出了更为
敏感的退化，且部分在 10mrad(Si)/s剂量率下评估无 ELDRS效应的器件在更低的剂量率下也表现出了
ELDRS敏感性，因此在可能会引入新的加速评估问题。在此，我们首次在国内以低于 10mrad(Si)/s的剂
量率（5mrad(Si)/s，1mrad(Si)/s，0.1mrad(Si)/s）对国产器件在极低剂量率下的 ELDRS响应进行了实验
研究，计算获得了极低剂量率下的损伤增强因子，发现随着剂量率的降低，损伤继续增加且无 ELDRS
效应的器件也表现出一定的剂量率敏感性。
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